Karta (sylabus) modulu/przedmiotu

Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I Stopnia

Przedmiot: Podstawy elektroniki Fundamentals of electronics
Rok: II1 Semestr: VI
M1P1656-3_0
Rodzaje zajec i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Wyklad 30
Cwiczenia
Laboratorium 30
Projekt
Liczba punktow ECTS: 4

Cel przedmiotu

C1 | Zapoznanie z podstawowymi elementami stosowanymi w elektronice.

C2 | Nabycie umiejetnosci obchodzenia si¢ z podstawowymi elementami elektronicznymi.

C3 | Nabycie umiejetnosci wyznaczania podstawowych parametrow elementow

elektronicznych.

C4 | Nabycie umiejetnosci wykonywania dokumentacji z przeprowadzanych prac 1 ich

prezentacji.

C5 | Nabycie umiejetnosci pracy samodzielnej 1 w zespole.

Wymagania wstepne w zakresie wiedzy, umiejetnosci i innych kompetencji

1 Podstawowe wiadomosci z fizyki.
2 Podstawowe wiadomosci z elektrotechniki.
Efekty ksztalcenia
W zakresie wiedzy:

EK1 | Znajomosc terminologii z zakresu elektroniki.

EK2 | Znajomos¢ podstawowych elementow elektronicznych.

W zaKkresie umiejetno$ci:

EK3 | Nabycie umiejetnosci testowania elementow elektronicznych 1 wyznaczania ich

podstawowych wlasciwosci.

EK4 | Nabycie umiejetnosci opracowania sprawozdan z prostych zadan inzynierskich.

W zakresie kompetencji spolecznych:

EKS5 | Potrafi wspolpracowac w grupie.

Tresci programowe przedmiotu

Forma zaje¢ - wyklady

Tresci programowe

Liczba godzin

W1 Ztacze p-n. Diody poétprzewodnikowe. 2
. Wiasciwosci i charakterystyki diod. Model

W2 . . : . 2
diody potprzewodnikowej.
Dioda pojemnosciowa, stabilizacyjna,

W3 tunelowa, Swiecgca i fotodiody. Parametry i 2
zastosowania diod.

W4 Budowa, dziatanie i wtasciwosci tyrystora. 2




Uktady przeksztattnikdw sieciowych.
W5 Prostowniki niesterowane, prostowniki 4
sterowane.
Testowanie diod. Sposoby tgczenia diod.
W6 L : . 2
Wiasciwosci i zastosowania warystorow.
W7 Tranzystor bipolarny: budowa, dziatanie, )
wiasciwosci.
Charakterystyki statyczne tranzystora
W8 [ w réznych potgczeniach. Wiasciwosci 2
tranzystora.
Matosygnatowe schematy zastepcze
W9 tranzystora bipolarnego. Wielkosygnatowy 1
model tranzystora.
Sprzezenie zwrotne - definicja, rodzaje,
W10 : 1
zastosowanie.
Wiasciwosci idealnego i rzeczywistego
W11 | wzmachiacza operacyjnego. Podstawowe 3
uktady pracy wzmacniacza operacyjnego.
W12 | Uktady logiczne - podstawy. 1
Uktady scalone. Plytki drukowane - rodzaje,
W13 = - . 1
wiasciwosci, techniki otrzymywania.
W14 | Serwomechanizmy - podstawowe pojecia. 2
W15 | Serwomechanizmy - rodzaje, zastosowania 3
Suma godzin: 30
Forma zaje¢ — laboratorium
Tresci programowe Liczba godzin
Zajecia wstepne: omowienie zasad BHP;
L1 zaznajomienie z obstugg aparatury | 3
stanowisk; oméwienie sposobu
przygotowania sprawozdan z ¢wiczen.
L2 Wiasciwosci diod potprzewodnikowych. 3
L3 Badanie wiasciwosci stabilizatoréw napiec. 3
L4 Badanie prostownikéw napiecia. 3
Wyznaczanie charakterystyk statycznych
LS ; : 3
tranzystorow bipolarnych.
L6 Badanie wiasciwosci wzmachniaczy pradu 3
statego.
L7 Badanie funktoréw logicznych. 3
L8 Testowanie diod i tranzystoréw. 3
L9 Projekt i wykonanie prostego wzmachniacza
pradu statego.
L10 [ Zajecia odrobkowo-zaliczeniowe. 3
Suma godzin: 30
Metody i srodki dydaktyczne
1 Wyktad uzupetniany prezentacjami multimedialnymi.
2 Cwiczenia laboratoryjne polegajgce na wyznaczaniu charakterystyk i/lub
parametrow badanych uktadow poprzedzone doborem narzedzi pomiarowych.

Sposoby oceniania

Ocenianie ksztaltujace

F1 | Krétkie pytania sprawdzajgce zrozumienie materialu podczas prowadzenia
wyktadu.




F2 | Rozmowa nt zagadnien teoretycznych zwigzanych z przeprowadzanym
¢wiczeniem

F3 | Rozmowa nt oceny uzyskanych wynikéw.

F4 | Obserwacja krétkotrwata.

Ocenianie podsumowujace

P1 | Egzamin z zagadnien poruszanych na wyktadzie.

P2 | Zaliczenie teorii zwigzanej z ¢wiczeniem laboratoryjnym.

P3 | Ocena wykonania sprawozdania z przeprowadzonych badan laboratoryjnych.

P4 | Ocena zaliczeniowa z laboratorium na podstawie ocen czgstkowych z
poszczegoélnych ¢wiczen laboratoryjnych.

P5 | Przedluzona obserwacja.

Obciazenie praca studenta

Forma aktywnosci Srednia liczba godzin na realizowanie
aktywnosci
Godziny kontaktowe z wykladowca,
realizowane w formie zaje¢ dydaktycznych, 60
w tym:
wyklad, 30
laboratorium. 30

Godziny kontaktowe z wykladowca

realizowane w formie np. konsultacji — 6

taczna liczba godzin w semestrze

Przygotowanie si¢ do laboratorium —1aczna

liczba godzin w semestrze P
Przygotowanie sprawozdan z 10
wykonywanych ¢wiczen
Samoksztalcenie w oparciu o literature
. 10
przedmiotu
Przygotowanie do egzaminu 4
Suma 100
Sumaryczna liczba punktow ECTS dla 4

przedmiotu

Literatura podstawowa i uzupelniajaca

1 Kazmierkowski M., Matysik J.: Wprowadzenie do elektroniki i energoelektroniki,
Oficyna Wyd. PW, Warszawa 2005

2 Piéro B., Pidro M.: Podstawy elektroniki, cz. Ii I, WSiP, Warszawa 2009.

3 Horowitz P, Hill W.: Sztuka elektroniki. WKit., Warszawa 1998

4 Marciniak W.: Przyrzady pétprzewodnikowe i uktady scalone. WNT, Warszawa
1998

5 Kulka Z., Nadachowski M.: Wzmacniacze operacyjne i ich zastosowania - cz.
2. WNT, Warszawa 1982

6 Michalski J.: Technologia i montaz ptytek drukowanych, WNT, Warszawa,
1992.

7 Kostro J.: Elementy, urzgdzenia i uktady automatyki, WSIP, Warszawa 1997.

Macierz efektow ksztalcenia




Odniesienie danego
efektu ksztalcenia do . Metody

Efekt _ efektow zdefiniowa- Ce}e Tresci i ¢rodki Spos_.oby

ksztalcenia nych dla catego przedmiotu | programowe dydaktyczne oceniania

programu (PEK)

EK1 MBMIP W19 ++ Cl WI1=WI15 1 F1,P1

EK2 MBMIP W19 ++ C1-C3 WI1-W15, 1.2 F1-+F3,

MBMIP U01 + L1-L10 P1+P4

EK3 MBMIP U01 + C1-C3 WI1-WI15, 1.2 F1-+F3,

MBMIP Ull +++ L1-L10 P1+P4
EK4 YEMIBYON | c4 L1110 2 F2.F3,
MBMIP UQ2 | ++ P3-P4
EKS5 MBMIP K03 I C5 L1-L10 2 F4,P5
Formy oceny - szczegoly
Na oceng 2 Na oceng 3 Na oceng 3+ Na oceneg 4 Na oceng 4+ Na ocene 5
(ndst) (dst) (dst+) (db) (db+) (bdb)
Nie zna 7Zna glowne Poziom Zna Poziom Znaw
podstawoweg | slownictwo z | wiadomosci terminologiei | wiadomosci zakresie

EK1 o stownictwa | zakresu posredni swobodnie si¢ | posredni 10ZSZerzonym
z zakresu elektroniki. migdzy nig poshiguje. | migdzy terminologie z
poruszanej wymaganymi wymaganymi | zakresu
tematyki. na oceny 31 4. naoceny 415. | elekfroniki.

EK?2 | Niezna Potrafi Poziom Potrafi Poziom Potrafi
podstawowyc | wymienié wiadomosci wymieni¢ i wiadomosci wymienic,

h elementow podstawowe posredni krétko posredni scharakteryzo
elektronicznyc | elementy migdzy scharakteryzo | migdzy wa¢ elementy
h. elektroniczne i | wymaganymi | waé elementy | wymaganymi | elektroniczne,
ich na oceny 314. | elektronicznei | na oceny 41 5. | poda¢ sposoby
zastosowania. ich ich badania
zastosowania. oraz omowic
zastosowania.

EK3 | nie potrafi Z pomoca wykorzystujac | potrafi potrafi potrafi
wyznaczac potrafi materiaty wyznaczaé wyznaczaé wyznaczac
parametrow. wyznaczac pomocnicze parametry dla | parametry. parametry

parametry . potrafi wiekszosci stosujac rozne
wyznaczac przypadkow. metody.
parametry.

EK4 | Nie potrafi Z pomoca Przygotowuje | W Zwykle Opracowuje
prawidlowo przygotowuje | dokumentacj¢ | dokumentacji | opracowuje uzyskane
przygotowac dokumentacj¢ | zawierajaca przeprowadza | uzyskane wyniki bogato
dokumentacji. | zawierajaca ,suche” dane. | opracowanie wyniki bogato | je ilustrujac i

,.suche” dane. uzyskanych je ilustrujac i wyciagajac
wynikow. wyciagajac trafne
trafne wnioski.
wnioski.

EKS5 | Nie potrafi Wspolpracuje | Wspolpracuje | Nie sprawdza | Nie zawsze Wspdlpracuje
wspolpracowa | w grupie W grupie. si¢ w roli dobrze pelni W grupie
¢ W grupie. podporzadkow lidera grupy. role lidera. przyjmujac w

ujac sie jej. niej rézne
role.
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